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Die folgondon Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Halbleiterbauelement mit Oberflachenmetallisierung 

(§) Die Erfindung beschreibt ein Halbleiterbauelement mit 
Oberflachenmetallisierung, das mindestens einen Halb- 
leiterkorper (3) und einen Gehausegrundkorper (2) auf- 
weist, auf dessen Oberflache Leiterbahnstrukturen (7) 
mittels einer Oberflachenmetallisierung ausgebildet sind. 
Ein Teilbereich der Leiterbahnstrukturen (7) bildet die Lot- 
anschluf&punkte (1) des Halbleiterbauelements. Die Lot- 
anschluftpunkte (1) sind zu Lotanschluftreihen zusam- 
mengefaGt, wobei die einzelnen Lotanschluftreihen in ei- 
nem geringen, vorgegebenen Abstand zueinander ange- 
ordnetsind. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement 
mit Oberflachenmetallisierung gemaB dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 . ,5 
[0002] Halbleiterbauelemente mit Oberflachenmetallisie- 
rung sind beispielsweise bekannt aus US 5,081,520. Gezeigt 
ist hier ein Halbleiterbauelement mit einem Halbleiterkorper 
und einem Substrat, das auf seinen Hauptflachen Oberfla- 
chenmetallisierungen in Form ,von Leiterbahnstrukturen 10 
aufweist. Der Halbleiterkorper wird iiber einen Teilbereich 
der Leiterbahnstrukturen kontaktiert Ein anderer Teilbe- 
reich der Leiterbahnstrukturen dient als AnschluBbereich 
des Bauelements. 

[0003] Solche als Oberflachenmetallisierung ausgebilde- 15 
ten AnschluBflachen werden auch im Rahmen der soge- 
nannten MTD-Technik (Molded Interconnected Device) 
bzw. CIMTD-Technik (Chip Integrated Molded Interconnec- 
ted Device) verwendet, die z. B. aus US .5,929,526 bekannt 
ist. V 20 

[0004] Wie auch aus US 5,081,520 zu ersehen ist, werden 
die AnschluBflachen ublicherweise in der Nahe der Ge- 
hause- bzw. SubstratauBenkanten ausgebildet. 
[0005] Ein bekanntes AnschluBschema besteht beispiels- 
weise darin, die AnschluBflachen in zwei parallelen Reihen 25 
anzuordnen, die entlang zweier gegeniiberliegender AuBen- 
kanten des Gehauses verlaufen. 

[0006] Nachteilig ist hierbei, daB .bei Bauelementen der 
genannten Art im eingeloteten Zustand die Lotanschlusse 
leicht abreiBen, wenn das Bauelement einer Temperatur- 30 
wechselbelastung ausgesetzt ist. Solche Temperaturwech- 
fcelbelastungen konnen im normalen Betrieb, beispielsweise 
durch jahreszeitliche Anderung der AuBentemperatur, bei 
QualitatskontrollmaBhahmen wie Temperaturwechselpru- 
fung und Temperaturschock oder beim EinlotprozeB selbst 35 
auftreten. Der Bruch der Lotstellen beruht darauf, daB die 
Leiterplatte, auf der das Bauelement aufgelotet ist, und das 
Gehause des Halbleiterbauelements verschiedene thermi- 
sche Ausdehnungskoeffizienten aufweisen. Bei Temperatur- 
anderungen entstehen aufgrund der unterschiedlichen Lan- 40 
genanderung des Bauelements und der Leiterplatte in den . 
L6tsteUen-VeKpannungen^die-zum=AbriB^der-Lotverbin-^= 
dung fuhren konnen. 

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, 
ein Halbleiterbauelement mit Oberflachenmetallisierung zu 45 
schaffen, dessen thermomechanische Eigenschaften yerbes- 
sert sind und das gleichzeitig kostengiinstig herstelibar ist. 
[0008] ErfindungsgemaB ist vorgesehen, die Kontaktan- 
schliisse des Bauelements in Reihen auf der Gehauseober- 
flache anzuordnen, wobei der Abstand zwischen den einzel- 50 
nen AnschluBreihen moglichst gering gehalten ist 
[0009] Unter einem moglichst geringen Abstand ist dabei 
ein Abstand in einem Bereich zu verstehen, dessen untere 
Grenze durch die erforderliche Isolation zwischen den ein- 
zelnen Anschliissen und der Handhabbarkeit des Bauele- 55 
ments, speziell beim EinlotprozeB, vorgegeben ist. Die 
Obergrenze des genannten Abstandsbereichs ist eiherseits 
durch die Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffi- . 
zienten von Gehause- und Leiterplattenmaterial und ande-. 
rerseits durch den fur das Bauelement vorgesehenen Tempe- 60 
raturbereich bestirnmt. Diese Grenze kann fur die jeweils 
verwendeten Materi alien durch einfache Temperaturwech- 
selpriifungen ermittelt werden. 

[0010] Eine weitere MaBgabe fur den moglichst geringen 
Abstand zwischen den LotanschluBreihen stellen'die ubli- 65 
cherweise in der Halbleiterindustrie verwendeten AnschluB- 
rastermaBe dar. 

[0011] Bevorzugt ist ein Abstand zwischen den AnschluB- 



reihen, der etwa dem Abstand zwischen zwei benachbarten 
Lotanschliissen entlang einer LotanschluBreihe entspricht 
[0012] Durch die erfindungsgemaBe Anordnung der Kon- 
taktanschlusse auf dem Halbleiterbauelement werden ther- 
misch bedingte Verspannungen in den Lotstellen vorteilhaft 
verringert bzw. der Temperatureinsatzbereich des Bauele- 
ments erhoht. 

[0013] Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB durch die 
dichte Anordnung der Lotschlusse das AnschluBraster unab- 
hangig von der GehausegroBe ist 

[0014] Eine besonders bevorzugte Ausfiihrungsform der 
Erfindung besteht darin, die LotanschluBreihen parallel an- 
zuordnen, da dies eine besonders dichte Anordnung der ein- 
zelnen Lotschlusse erlaubt. Auch ist diese Anordnung vor- 
teilhaft bei Verwendung automatischer Bestuckungsanla- 
gen. 

[0015] Weiterhin ist es hinsichtlich der mechanischen Sta- 
bilitat der eingeloteten Bauelemente vorteilhaft, die beiden 
Leiterbahnen symmetrisch zu einer Symmetrieachse des 
Gehauses anzuordnen. 

[0016] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin- 
dung sind die Lotanschlusse in Ausnehmungen des Gehau- 
ses angeordnet. Durch die so entstehenden Stege zwischen 
den Lotanschliissen wird vorteilhafterweise der Abstand 
zwischen LotanschluB und. Leiterplattenoberflache genau 
festgelegt. 

[0017] Weiterhin wird so die Isolation zwischen den ein- 
zelnen Lotanschliissen erhoht und die Ausbildung von feh- 
lerhaften Lotbriicken verhindert. 

[0018] B ei einer besonders bevorzugten Au sfuhrungsform 
wird als Gehauseformmasse PPA (Polyphthalamid) verwen- 
det. Dadurch ist eine sehr kostengiinstige Herstellung des 
Bauelements moglich. Weiterhin kann PPA mit Vorteil 
leicht von automatischen Herstellungsmaschinen geformt 
und verarbeitet werden. Die Erfindung erlaubt die Verwen- 
dung von PPA, da die nachteiligen Effekte, die durch ver- 
schiedene thermische Ausdehnungskoeffizienten des PPA- 
Bauelementgehauses bzw. der Leiterplatte hervorgerufen 
werden, vorteilhaft reduziert sind. Bei Bauelementen nach 
dem Stand der Technik hingegen miissen spezielle Gehause- 
materialien mit thermischen Ausdehnungskoeffizienten, die 
-an das Leiterplattenmaterial-angepaBt sind, eingesetzt wer^ 
den. Solche Materialien wie beispielsweise LCP (Liquid 
Crystal. Polymer) sind deutlich teurer als PPA und schwieri- 
ger^zu verarbeiten. 

[0019] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung be- 
steht in Gehauseformen mit zwei in geringem Abstand von- 
einander angeordneten LotanschluBreihen mit jeweils der 
gleichen Anzahl von Lotanschliissen. Diese Anordnung ver- 
einfacht besonders die zur elektrischen Verbindung der L6t- 
anschluBpunkte mit dem Halbleiterkorper erforderliche Lei- 
terbahnstruktur. 

[0020] Hinsichtlich der Bestandigkeit gegen thermische 
\Vechselbeanspruchung erlaubt die Erfindung dabei eine 
deutlich groBere Anzahl von Kontaktanschlussen als Bau- 
elemente nach dem Stand der Technik. 
[0021] Weitere Merkmale, Vorziige und ZweckmaBigkei- 
: ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be- 
schreibung von zwei Ausfuhrungsbeispielen in Verbindung 
mit den Fig. 1 bis 3. Gleiche Elemente sind mit gleichen Be- 
zugszeichen versehen. Es zeigen: 

[0022] Fig. 1 ein schematische Darstellung einer ersten 
Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen Bauelements, 
[0023] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer zweiten 
Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen Bauelements 
und 

[0024] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Bauele- 
ments nach dem Stand der Technik. 
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[0025] Fig. lb zeigt eine Schnittansicht eines Halbleiter- 
bauelements, das in MID-Technik hergestellt ist. Bei der 
MID-Technik bzw. der CIMED-Technik wird als Gehause 
ein Grundkorper 2 mit einer Ausnehmung verwendet, in der 
der Halbleiterkorper 3 angeordnet ist. Auf dem Gehause- 5 
grundkorper 2 sind rnittels einer Oberflachenmetallisierung 
Leiterbahnstrukturen 7 geformt, die im Inneren der Ausneh- 
mung den ChipanschluBbereich 4 und den DrahtanschluBbe- 
reich 5 zur Kontaktierung des Halbleiterkorpers 3 bilden. 
Die elektrische Verbindung zwischen dem Halbleiterkorper 10 
3 und den Leiterbahnstrukturen 7 kann beispielsweise durch 
Drahtverbindungen 6 hergestellt sein. 
[0026] Auf der AuBenseite des Gehauses sind durch die 
Leiterbahnstrukturen 7 Lotanschlusse 1 ausgebildet. Die 
elektrische Verbindung zwischen ChipanschluBbereich 4 15 
bzw. DrahtanschluBbereich 5 und den Lotanschlussen 1 er- 
folgt ebenfalls durch Leiterbahnen 7, die auf der Oberfiache 
des Gehausegrundkorpers 2 verlaufen. 
[0027] In Fig. la ist die Aufsicht auf die Seite des Gehau- 
ses gezeigt, auf der die Lotanschlusse 1 ausgebildet sind. 20 
Die insgesamt sechs Lotanschlusse sind in zwei Reihen zu je 
drei Anschlussen angeordnet (die Anzahl stellt selbstver- 
standlich keine Einschrankung der Erfindung dar), wobei 
die Reihen parallel verlaufen und eng benachbart angeord- 
net sind. Durch diese dichte Anordnung wird verhindert, 25 
daB die thermische Ausdehnung des Gehausegrundkorpers 2 
eine starke Versetzung der Lotanschlusse 1 mit sich bringt. 
[0028] Als Versetzung ist hierbei die Strecke bezeichnet, 
urn die sich jeweils ein LotanschluB 1 bei Erwarmung oder 
Abkiihlung innerhalb des betrachteten Temperaturintervalls 30 
aufgrund der Expansion des Gehausegrundkorpers 2 gegen- 
tiber der Leiterplatte verschiebL Das durch die Erfindung 
bewirkte, giinstige thermische Verhalten des Bauelements 
beruht darauf, daB in linearer Naherung die GroBe der Ver- 
setzung proportional zum Abstand der Lotanschlusse ist, so 35 
daB eine dichte Anordnung der Lotanschlusse 1 mit gerin- 
gem gegenseitigem Abstand auch eine nur geringe Verset- 
zung der Lotanschlusse 1 zur Folge hat. Eine geringe Verset- 
zung bewirkt im eingeloteten Zustand des Bauelements nur 
geringe Verspannungen in den Lotstellen und vermindert 40 
dadurch die Gefahr eines Bruchs der Lotstelle. 
[0029] Zum Vergleich ist in Fig. 3 eine Lotstellenanord- 
nung nach dem Stand der Technik gezeigt. Hierbei sind die 
Lotanschlusse la, lb in zwei Reihen entlang und in der 
Nahe der Gehausekanten angeordnet. Die jeweils gegeri- 45 * 
uberliegenden Lotanschlusse la und lb sind damit weit von- 
einander entfernt. Dies fuhrt zu den oben beschriebeneri gro- 
Ben Versetzungen bei thermischer Expansion sowie gegen 
Temperaturwechselbeanspruchung unbestandigen Lotstel- 
len. 50 
[0030] In Fig. 2 ist perspektivisch ein weiteres Ausfuh- 
rungsbeispiel gezeigt. Hier sind die Leiterbahnen 7 und die 
Lotanschlusse 1 in Ausnehmungen auf der Gehauseoberfla- 
che angeordnet. Die so gebildeten Stege 8 zwischen den 
Leiterbahnen liegen im eingebauten Zustand des Bauele- 55 • 
ments direkt auf der Leiterplatte auf und bestimmen genau 
und reproduzierbar den Abstand zwischen den Lotanschlus- 
sen 1 und der Leiterplatte. Durch diese Festlegung wird die 
Qualitat der Lotverbindungen zwischen Leiterplatte und 
Bauelement weiter erhoht. 60 
[0031] Weiterhin werden durch die Stege 8 die einzelnen 
Lotanschlusse 1 effizient voneinander isoliert.. Dies verhin- 
dert, daB sich beim BesttickungsprozeB fehlerhafte Lotbriik- 
ken zwischen den einzelnen Lotanschlussen 1 ausbilden. 
[0032] Als Gehausematerial konnen Thermoplaste wie 65 
beispielsweise PPA verwendet werden. Diese Materialien • 
haben sich bei der Herstellung von Gehausen im SpritzguB- 
verfahren bewahrt, weichen aber in ihrem thermischen Aus- 
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dehnungskoeffizienten stark von dem thermischen Ausdeh- 
nungskoeffizienten typischer Leiterplattenmaterialien wie 
beispielsweise FR4 ab. 

[0033] Alternative Werkstoffe mit einem thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten, der dem von Leiterplattenmate- 
rialien ahnelt, beispielsweise LCP, sind deutlich teuerer, im 
SpritzguBverfahren schwieriger zu verarbeiten oder 
schlechter zu metallisieren als PPA. 

[0034] Durch die Erfindung sind Thermoplaste wie PPA 
als Gehauseformmasse verwendbar. 

[0035] Die dargestellten Gehause in CIMID-Technik eig- 
nen sich zum Aufbau groBerer, dreidimensionaler Bauele- 
mentstrukturen. Einen weiteren Anwendungsbereich dieser 
Gehause stellen optische Bauelemente wie z, B. Leuchtdi- 
oden, Photodioden oder Reflexlichtschranken dar, bei denen 
die Ausnehmung iiber dem Halbleiterkorper durch geeig- 
nete, strahlungsdurchlassige Materialien abgedeckt wird. 
Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht auf diese oder die 
oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt, son- 
dern stellt vielmehr ein AnschluBdesign fiir Bauelemente 
mit Oberflachenmetallisierung dar, das die thermische Be- 
lastbarkeit der Bauelemente im eingebauten Zustand erhoht. 

Patentanspruche 

1. Halbleiterbauelement mit mindestens einem Halb- 
leiterkorper (3) und einem Gehausegrundkorper (2), 
auf dessen Oberfiache eine Mehrzahl von Lotanschlus- 
sen (1) durch eine Oberflachenmetallisierung ausgebil- 
det ist und die Lotanschlusse (1) zu mehreren Lotan- 
schluBreihen zusammengefaBt sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die LotanschluBreihen in einem gerin- 
gen, vorgegebenen Abstand zueinander angeordnet 
sind. 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die LotanschluBreihen parallel ange- 
ordnet sind. 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die LotanschluBreihen sym- 
metrisch zu einer Symmetrieachse des Gehauses ange- 
ordnet sind. 

4. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Lotanschlusse 
(1) in einer Ausnehmung des Gehauses angeordnet 
sind. 

5. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB als Gehauseform- 
masse PPA verwendet wird. 

6. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB au£der Gehause- 
oberflache zwei LotanschluBreihen mit der gleichen 
Anzahl von Lotanschlussen (1) ausgebildet sind. 

7. Verwendung eines Halbleiterbauelements nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 6 zur Herstellung von Leucht- 
dioden, Photodioden und Reflexlichtschranken. 
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